
 

 

アルカリ溶液エッチングを用いた AlN 構造体形成と GaN 結晶成長 

Fabrication of AlN structures on substrates using alkaline solutions for GaN growth 
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【緒言】GaN-LED の発光効率を向上させる手法

として、サファイア基板上に円錐や台形形状の

構造を作製する方法が良く用いられている。こ

れらは PSS(Patterned Sapphire Substrates)と呼ば

れ、GaN 層の結晶性の改善や LED の外部量子効

率の向上に効果がある。しかしながら、その作

製工程において難エッチング対象であるサファ

イアを数 µm エッチングするため、多くの腐食

性ガスとエネルギーが必要となる[1]。 

今回、我々はサファイアよりも GaN との格子ミ

スマッチの小さく、ウェットエッチング可能な

AlN を用いて PSS と同じ円錐形状を作製した。 

【実験手法】円錐形状の形成はスパッタリング法

によってサファイア基板上に成膜した AlN 層

1µm を水酸化カリウム溶液に浸漬することで行

った。水酸化カリウム溶液の濃度は 3%とし、浸

漬時間は 30 分以下とした。その後、一部のサン

プルにのみサムコ製ALD装置AL-1を用いてAlN

膜を 20nm 形成した。更に、作製した AlN 構造体

上に MOVPE 法にて GaN を成長させた。 

【結果】Fig.1 に水酸化カリウム溶液に浸漬後の

SEM 画像を示す。サファイア基板上に、円錐形

状の AlN 構造体が点在しており、その高さは最

大で約 900nm であった。 

Fig.2 に AlN 構造体上に成長させた GaN の SEM

画像を示す。ALD-AlN 膜を成膜しなかった場合、

GaN表面に多くのピットが観察された。一方で、

AlN 構造体上に ALD-AlN 膜を形成した場合、ピ

ットが低減され、平坦な GaN が形成された。 

【まとめ】AlN スパッタ成膜とアルカリ溶液エッ

チングを組み合わせることで、PSS と同じ円錐形

状の AlN 構造体を基板上に形成できた。更に、

AlN 構造体上に ALD-AlN 膜を形成することで構

造体上に平坦な GaN を形成することができた。 
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Fig.1 Bird’s-eye view of AlN structures 

 

Fig.2 Bird’s-eye view of GaN film on (a) AlN 

structures and (b) AlN structures with ALD-AlN 

 

(a) (b) 

第67回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2020 上智大学 四谷キャンパス)13p-PA9-10 

© 2020年 応用物理学会 11-186 13.7


